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【背景・目的】量子情報通信において単一光子源はキーエレメントの1つである[1]。ダイヤモンド中の発光セ

ンタは室温動作に優位性があり、とりわけ(Si-V－)センタ（シリコンと原子空孔からなる発光センタ）は738 nm 

(1.681 eV)に発光中心波長を持ち、鋭い発光ピークと高い光子放出率を有する[2]。しかしながら、デバイス応

用に向けて所望の位置に発光センタを形成したり、意図的に発光センタを配列形成したりする技術は確立し

ていない。この観点から集束イオンビーム装置を用いた低エネルギーイオン注入は、表面付近の意図した位

置に、ドースを変えながらSiイオンを注入できるので、単一光子源作製法として有望である。 

前回の報告では、(Si-V－)センタの規則配列作製における、水平方向および深さ方向の位置制御性と注入イ

オン数に対する発光センタの生成数の相関について報告した[3]。今回、単一(Si-V－)センタを観測し、注入イ

オン数に対する(Si-V－)センタの生成収率を評価した。 
 

【実験】高圧合成単結晶(100)基板上にマイクロ波プラズマCVD法で合成したホモエピタキシャルダイヤモン

ド薄膜を用いた。この試料表面にSi
2＋イオンを加速エネルギー60 keVで注入し、注入後、熱処理(1000℃, 30min, 

H210%forming gas)を行った。共焦点顕微鏡(CFM)を用いて、イオン注入領域および未注入領域の室温フォト

ルミネッセンス(PL)測定と単一(Si-V－)センタのアンチバンチング測定を行った。 

 
 

【結果】Fig. 1 に示すように、1 スポットあたりのドースが異なる配列（10～700 ions/spot）を同一視野に作

製した。1スポットあたりの注入イオン数の減少に伴って輝度が減少することが見てとれる。Fig. 2に示すよ

うに、20 ions/spotの配列では、全てのスポットにおいて(Si-V－)センタの発光が観測された。そして、Fig. 2

に示す 15個のスポットにおいてアンチバンチング測定を行ったところ、赤丸で示したスポットで Fig. 3 に示

すようなグラフが得られた。 𝑔2(0) = 0.36 と明らかなアンチバンチングを示し、単一(Si-V－)センタの作製と

観測に成功した。また、この 15個のスポットにおいて、1スポットに含まれる(Si-V－)センタの個数が Poisson

分布に従い、この分布から、(Si-V－)センタの生成収率は 15%と評価された。 

なお、本研究は科研費基盤研究(B) No.25289109、2013年度三菱マテリアル研究助成、The Alexander von 

Humboldt、ならびに科学技術振興機構戦略的国際科学技術共同研究推進事業「日独共同研究」の助成を受
けて行われた。 
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